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RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 
(article 18 et r^es 43 et 44 du PCT) 



Rdfdrence du dossfer du ddposant ou 
du mandatalre 

76.0562 


POUR SUITE ^^^^ ^ notiflcatton de transmission du rapport de recherche Internationale 
(formUalre PCT/ISA/220) et, te cas dch^ant te point 5 d-apr^s 

A DONNER 


Demande Intemattonate 

PCT/FR 00/00098 


Date du d6p6t International ffour>tnofe/ann^; 

18/01/2000 


(Date de priorttd (la plus ancfenne) 
(four/mots/ann^) 

27/01/1999 


Mposant 

SCHLUMBERGER SYSTEMES et al . 



Le present rapport de recherche Internationale, dtabll par radmlnlstratton charge de la recherche Internationale, est transmis au 
ddposant conform^ment ^ I'artlcle 1 8. Une cople en est transmlse au Bureau Intenrtatlonal. 

Ce rapport de recherche IntennatlonaJe comprend 3 feullles. 

[X] II est aussi acoompagnd d'une cople de cheque document relattf & I'dtat de la technique qui y est cM, 



1 . Base du rapport 

a. En ce qui concerne la langue, la recherche Internationale a 4X4 effectu^ sur la base de la demande Internationale dans la 
langue dans laquelle elle a 4t6 d6pos6e, sauf Indication contralre donn^ sous le mdme point 

I I la recherche Internationale a 4\4 effectude sur la base d'une traduction de la demande Internationale remise k radmlnlstratton. 

b. En ce qui concerne les s^uencee de nuddotides ou d'acides aminte dtvulgudes dans la demande Internationale (le cas ^h^nt), 
la recherche Internationale a 4t^ affectum sur la base du llstage des sequences : 

I I oontenu dans la demande Intennatlonale. sous forme 6crtte. 

d^pos^ avec la demande Internationale, sous forme d^chlffrable par ordlnateur. 
remis utt^rleurement k radmtnlstratlon, sous fbmne ^crtte. 
remis uttdrleurement ^ I'admlnlstratlon, sous forme d^chtffrable par ordlnateur. 



2. 
3. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



□ 
□ 



La d^laratlon. selon laquelle le llstage des sequences pr^nt^ par dcrtt et fouml ult^rleurement ne vas pas au-det^ de la 
divulgation falte dans la demande telle que ddpos^, a dt6 foumle. 

La d^laratlon, selon laquelle les Informations enreglstr^es sous fonne d^lffrable par ordlnateur sortt Identlques k celles 
du llstage des sequences pr^ntd par 4crtt, a 4X4 foumle. 

II a M estlm^ que certaines revendications ne pouvalent pas faire I'objet tfune recherche (voir le cadre I). 
II y a absence d'unitd de i'invention (voir le cadre II). 



4. En ce qui ooncenne le titre, 

fX] le texte est approuvd tel qu'll a 4X4 remis par le ddposam 

I I Le texte a 4X4 4Xab\\ par Tadmlnlstratlon et a la teneur sutvante: 



5. En oe qui concerne I'abrdgd, 

le texte est approuvd tel qu'll a 4X4 remts par le d^posant 

□ le texte (reprodult dans le cadre III) a 4X4 4Xab\\ par Tadmlnlstratlon conformdment k la r^le 38.2b). Le d^posant peut 
presenter des observations k Tadmlnlstratlon dans un ddlal d'un mds k compter de la date d*expMltlon du present rapport 
de recherche Internationale. 

6. La figure des dessins k publler avec Tabr^g^ est la Rgure n' £3 , 



[X| sugg^rde par le d6posant. Aucune des figures 

I I parce que le ddposant n*a pas suggdrd d figure. n est A publler. 

I I parce que cette figure caractdrlse mteux rinventlon. 



Fbrmulalre PCT/ISA/210 (premiere feullle) (|ulllet 1998) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



M m 



^df» Internationale No 

•R 00/00098 



A. CUASSEMENT DE L-OBJET OE LA DEMANOE , 

CIB 7 H01L237498 H01L23/538 G06K19/077 H01L23/31 



Selon la classmcatlon Intemattonaie des brevets (CIB) ou 6 ia fofe selon la dassfflcadon nattonale et la CIB 



B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation minlmale oonsutt^ (systdme de dasstflcatlon sulvl des symboles de classement) 

CIB 7 HOIL G06K 



Documentation consutt^e autre que la documentation minlmale dans la mesure oCi ces documents reinvent des domalnes sur lesquels a poit6 la recherche 



Base de donndee ^lectronlque consults au cours de la recherche Internationale (nom de la base de donndes. et si reusable, temnes de recherche uUUs^s) 



C. DOCUMEhfTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Cat6goi1e° 


Identtflcotlon des documents clt^s, avec, le caa dchdant I'IndlcatJon des passages pertinents 


no. des revendlcatlons vlsdes 


X 


PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 


1-3,5-7 




vol. 009, no. 239 (P-391), 




25 septembre 1985 (1985-09-25) 






-& JP 60 091489 A (NIPPON DENSHIN DENWA 






KOSHA). 22 mal 1985 (1985-05-22) 




Y 


abrege 


4 


Y 


EP 0 508 266 A (MOTOROLA INC) 


4 




14 octobre 1992 (1992-10-14) 






figure 3 






abrege 






colonne 5, llgne 39 -colonne 7, llgne 3 






colonne 5, llgne 57 -colonne 6, llgne 1 






colonne 6, llgne 25 - llgne 33 






colonne 6, llgne 53 -colonne 7, llgne 3 




A 




2,3 




-/-- 





j X[ Vo'"" ^ C pour la fin de la Dste des documents 



10 



Les documents de fcimllles de brevets sont Indlqu6s en annexe 



" Cat^fles sp^dales de documents dt^: 

■A" document ddflnlssant Tdtat g^n^ral de la tedtnlque, non 
conslddr^ oomme partlcull^rement pertinent 

*E' document ant^rleur, mals pxjtM h la date de d^pdt International 
ou aprte oette date 

*L' document pouvant Jeter un doute sur une revendlcatlon de 
priorttd ou d\6 pour determiner la date de pit)llcatlon <f une 
autre dtatlon ou pour une ralson spdclale (teDe quflndlqude) 

"O" document se r^fdrant k une divulgation orale. k un usage, k 
ur>e exposition ou tous autres moyens 

"P' document pit>U6 avant la date de d^6t International, mals 
post^rieurement k la date de priority reverKDqude 



document utt^rleur publld aprks la date de d6p6t International ou la 
date de priority et if appartenenant pas k Pdtat de la 
technique pertinent, mals cRd pour oomprendre le pr1nc|3e 
ou la thdorle oonstttuant la base de rinventlon 

document partlcull^rement pertinent; rtnven tlon reverxllqude ne peut 
6tre conslddrde comme nouvelle ou comme Impllquant une actJvItd 
Inventive par rapport au document consld^rd Isol^merrt 

document paitlcuU6rement pertinent; rtnven tlon revertdlqude 
ne peut ktre consld^rde comme Impllquant une actlvftd Inventive 
lorsque le document est associd 6 un ou plusleurs autres 
documents de mdme nature, cette comblnalson ^tant dvldente 
pour une personne du metier 

document qui fait partle de la mdme feimine de brevets 



Date k laquelle la recherdie Internationale a 616 effecdvemertt achev^ 

10 fevrler 2000 


Date (f expedition du present rapport de recherche Internationale 

18/02/2000 


Nom et adresse postale de radmlnlstratlon chargde de la recherche tntsmaUonale 
Office Europ4en des Brevets, P.& 5618 Patenttaan 2 
NL-2280HVFUJswQk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70)340-3016 


Fonctlonnalre autorlse 

Polesello, P 



Fomujlaire PCT/ISA/210 (deuxi^e feuilo) (juilet 1992) 
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RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



Demande Intemationale No 

Pi 



C^sufto) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERHNENrS 



»^|r_00/00098_ 



Catdgorie " Identificflftion des documents cit^ avec,le cas Mi6ant, I'indtcertiondes passages peft i» e nts 



no. des revendlcatlons vts^es 



A 
X 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 017, no. 196 (M-1397), 

16 avrll 1993 (1993-04-16) 

-& JP 04 341896 A (HITACHI LTD), 

27 novembre 1992 (1992-11-27) 

abrege 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 016, no. 542 (E-1290), 

12 novembre 1992 (1992-11-12) 

-& JP 04 207061 A (SHINKO ELECTRIC IND CO 
LTD), 29 julllet 1992 (1992-07-29) 
abrege 

US 5 777 391 A (NISHI KUNIHIKO ET AL) 

7 Julllet 1998 (1998-07-07) 
figures 1-4 

colonne 6, llgne 36 -colonne 8, llgne 31 

US 5 811 877 A (TSUNODA SHIGEHARU ET AL) 
22 septembre 1998 (1998-09-22) 
figures 16,18B 
colonne 12, Hgne 58 -colonne 13, llgne 21 

EP 0 712 159 A (OKI ELECTRIC IND CO LTD) 
15 mal 1996 (1996-05-15) 
figure 1 
abrege 

colonne 1, llgne 12 - llgne 26 

colonne 2, llgne 57 -colonne 4, llgne 6 

US 5 155 068 A (TADA NOBURU) 

13 octobre 1992 (1992-10-13) 
figures 4A-4D 

abrege 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 014, no. 132 (M-0948), 

13 mars 1990 (1990-03-13) 

-& JP 02 002095 A (RICOH CO LTD), 

8 Janvier 1990 (1990-01-08) 
abrege 



1-3 

5-7 
1-3 



1-3 



2.3,7 



1-7 



1-7 



RNmulaira PCT/I8A/210 (eUte de la deujdtene feUle) (juilet 1982) 
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1 




INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Infoj^^^n on patent family members 



Paterrt ctocument 
cttsd In soarch report 



Publication 
date 



Integjatioi 



^onal Application No 

R 00/00098 



Patent family 
membeits) 



Publication 
date 



JP 60091489 



22-05-1985 



NONE 



EP 


0508266 


A 


14-10-1992 


US 


5173764 


A 


22-12-1992 










DE 


69227856 


D 


28-01-1999 










JP 


5129456 


A 


25-05-1993 


ID 

Or 


04341890 


A 


27-11-1992 


NONE 








JP 


04207061 


A 


29-07-1992 


EP 


0488783 


A 


03-06-1992 










KR 


9600149 


Y 


04-01-1996 










US 


5293301 


A 


08-03-1994 


US 


5777391 


A 


07-07-1998 


JP 


8227908 


A 


03-09-1996 


US 


5811877 


A 


22-09-1998 


JP 


8070079 


A 


12-03-1996 










JP 


8078447 


A 


22-03-1996 










CN 


1127429 


A 


24-07-1996 


EP 


0712159 


A 


15-05-1996 


JP 


8213513 


A 


20-08-1996 










US 


6002181 


A 


14-12-1999 


US 


5155068 


A 


13-10-1992 


JP 


3087299 


A 


12-04-1991 


JP 


02002095 


A 


08-01-1990 


NONE 









FofTD PCT/ISA/210 (patent femiy annex) (July 1992) 



REPUBLIQUE FRANQAIS 



INSTITUT NATIONAL 
de la 

PROPRIETE INDUSTRIELLE 



RAPPORT DE RECHERCHE 
PREUMONAORE 



etabli sur la base des demieres revendications 
deposees avant le commencement de la recherche 



N* d'enregistrement 
national 



FA 571423 
FR 9900858 



DOCUMENTS CONSOOERES COMME PERTDNENTS 



Cat6gorie 



Citation du document avec indication, en cas de besoin. 
des parties pertinentes 



Revervficatlons 
concemdes 
de la demande 
examlnde 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 009, no. 239 (P-391), 

25 septembre 1985 (1985-09-25) 

-& JP 60 091489 A (NIPPON DENSHIN DENWA 

KOSHA), 22 mal 1985 (1985-05-22) 

« abrege * 

EP 0 508 266 A (MOTOROLA INC) 
14 octobre 1992 (1992-10-14) 

* figure 3 * 

* abrege * 

* colonne 5, ligne 39 - colonne 7, ligne 3 
* 

* colonne 5, ligne 57 - colonne 6, ligne 1 

* 

* colonne 6, ligne 25 - ligne 33 * 

* colonne 6, ligne 53 - colonne 7, ligne 3 



EP 0 712 159 A (OKI ELECTRIC IND CO LTD) 

15 mai 1996 (1996-05-15) 

* figure 1 * 

* abrege * 

* colonne 1, ligne 12 - ligne 26 * 

* colonne 2, ligne 57 - colonne 4, ligne 6 

* 

* colonne 3, ligne 10 - ligne 19 * 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 017, no. 196 (M-1397), 

16 avril 1993 (1993-04-16) 

-& JP 04 341896 A (HITACHI LTD), 
27 novembre 1992 (1992-11-27) 

* abrege * 



1-3,5-7 



2,3 

1-3,5-7 



DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES (lnt.CL.6) 



HOIL 

G06K 



1-3 



5-7 



-/-- 



Data d* achdvement de la rechoictie 

14 octobre 1999 



Exam^iatetir 

Polesello, P 



CATEGORiE DES DOCUMENTS CITES 

X : particulidrement pertinent k lui saul 

Y : particulidrament pertinent en combinaison avecun 

autre document de ta mdme cat^orie 
A : pertinent k rencontre d'au moins une revandication 

ou anidre-plan technologique gdn^ral 
O : divulgation non-^rita 
P : document intarcalaire 



thdoria ou prtndpe & la base da Tinvantion 
; document de brevet t>dn4ficiant d'una date antdrteure 
k la date da d^pdt et qui n'a 6X6 publidqu'd cetta date 
da ddp6t ou qifk una date post^rieure. 
; citd dans la demanda 
dtd pour d'autras raisons 



& : membra de ta mdme famllle, document correspondant 
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REPUBLIQUE FRANQAI 



INSTITUT NATIONAL 
de la 

PROPRIETE INDUSTRIELLE 



RAPPORT DE RECHERCHE 

PRELIMINAIRE 

etabli sur la base des demieres revendications 
deposees avant le commencement de la recherche 



H" d'enregistrement 
national 



FA 571423 
FR 9900858 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Catdgorie 



Citatton du document avec indication, en cas de besotn. 
des parties pertinentes 



Rdvandications 
conoem^s 
da ta demandd 
exaninde 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 016, no. 542 (E-1290), 

12 novembre 1992 (1992-11-12) 

6 JP 04 207061 A (SHINKO ELECTRIC IND CO 
LTD), 29 Jul net 1992 (1992-07-29) 

* abrege * 

US 5 777 391 A (NISHI KUNIHIKO ET AL) 

7 julllet 1998 (1998-07-07) 

* figures 1-4 * 

* colonne 6, ligne 36 - colonne 8, ligne 
31 * 

US 5 811 877 A (TSUNODA SHIGEHARU ET AL) 
22 septembre 1998 (1998-09-22) 

* figures 16,188 * 

* cdonne 12, ligne 58 - colonne 13, 
21 * 

US 5 155 068 A (TADA NOBURU) 

13 octobre 1992 (1992-10-13) 

* figures 4A-4D * 

* abrege * 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 014, no. 132 (M-0948), 
13 mars 1990 (1990-03-13) 
-& JP 02 002095 A (RICOH CO LTD), 

8 Janvier 1990 (1990-01-08) 

* abrege ♦ 



1-3 



1-3 



2,3,7 



1 i gne 



DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES (lnt.CL.6) 



1-7 



Date d'echdvemont do la recheiche 

14 octobre 1999 



Examfnateur 

Polesello, P 



CATEGORIE DES CKXIUMENTS CITES 

X : partldilidremant pertinent k lui seul 

Y : paftJculi^rement pertinent en combtnaison avecun 

autre document de la mdme catdgorie 
A : pertinent k rencontre d'au moins une revendication 

ou arridra-plan technologique g^ndral 
O : divulgation rwn-4cnte 
P : document intercalair© 



thdoria ou prtnctpe & la base de rinvention 
: document de brevet bdn^ftciant d'une date antdrfeure 
k la date da ddpdt et qui n'a dtd pubQdqu'd cette data 
de d^pdt ou qiXk une data postdrfeure. 
: citd dans la demande 
citd pour d'autras raisons 



& : membre de (a mdme famtlle, document correspondant 
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ANNEXE AU RAPPOFrf DE RECHERCHE PRELIMINAIRE 

RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANQAIS NO. FA 571423 

FR 9900858 

La presente annexe indique les membres d la famiile de brevets relatifs aux documents brevets cit^s dans le rapport de 
recherche preliminaire vise ct-dessus. 

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de rOfficeeurop^en des brevets ^ la date du 

Les renseignements foumis sont donnes k titre indicatif et n'engagent pas la responsabilit^ d t'Office europ^en des brevets. 

ni de I'Administration franpaise 14-10-1999 



Document brevet cit6 
au rapport de recherche 


Date de 
publication 


Meinbre(s) de la 
famine de brevet(s) 


Datede 
publication 


JP 60091489 


A 


22-05-1985 


AUCUN 








EP 0508266 


A 


14-10-1992 


US 
DE 
JP 


5173764 
59227856 
5129456 


A 
D 
A 


22-12-1992 
28-01-1999 
25-05-1993 


EP 0712159 


A 


15-05-1996 


JP 


8213513 


A 


20-08-1996 


JP 04341896 


A 


27-11-1992 


AUCUN 








JP 04207061 


A 


29-07-1992 


EP 
KR 
US 


0488783 
9600149 
5293301 


A 
Y 
A 


03- 06-1992 

04- 01-1996 
08-03-1994 


US 5777391 


A 


07-07-1998 


JP 


8227908 


A 


03-09-1996 


US 5811877 


A 


22-09-1998 


JP 
JP 

CN 


8070079 
8078447 
1127429 


A 
A 
A 


12-03-1996 
22-03-1996 
24-07-1996 


US 5155068 


A 


13-10-1992 


JP 


3087299 


A 


12-04-1991 


JP 02002095 


A 


08-01-1990 


AUCUN 










Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de I'Office europ6en des brevets, No.12/82 
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IE BREVETS 



PCT 

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE IN TEfttsiAT I Orji)(L 

(article 36 et regie 70 du PCT) 



Reference du dossier du d6posant ou du 
mandataire 

76.0562PCT 


Dm ID oi iiTK= A nriMMCD ^^^^ notification de transmission du rapport d'examen 
POUR SUITE A DONNER pr6linriinaire international (formulaire PCT/IPEA/416) 


Demande intemationale n" 
PCT/FROO/00098 


Date du d6pot international Qour/mois/ann^e) 
18/01/2000 


Date de priority (jour/mois/ann^e) 
27/01/1999 


Classification intemationale des brevets (CIB) ou ^ la fois classification nationale et CIB 
H01L23/498 


D^posant 

SCHLUMBERGER SYSTEMES et al. 



1 . Le present rapport d'examen prelimlnaire international, etabli par I'administaration chargee de I'examen preliminaire 
international, esttransmis au deposant confornnement a Tarticle 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 8 feuilles, y connpris la presente feuille de couverture. 

S II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont 
ete modifi6es et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupr^s de 
Tadministration chargee de I'examen preliminaire International (voir la regie 70.16 et I'instruction 607 des Instructions 
administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent 5 feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 



1 




Base du rapport 


II 


□ 


Priorite 


III 


□ 


Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d'application industrielle 


IV 


□ 


Absence d'unite de invention 


V 




Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 


VI 


□ 


Certains documents cites 


VII 




Irregularites dans la demande Internationale 


VIII 




Observations relatives a la demande Internationale 



Date de presentation de la demande d'examen preliminaire 
intemationale 

30/05/2000 


Date d'achevement du present rapport 
02.05.2001 


Nom et adresse postale de Tadministration charg6e de 
I'examen preliminaire international: 

^ Office europden des brevets 
^] D-80298 Munich 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 eomu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Fonctionnaire autorise ^ ^ 

Bernab6 Prieto, A (| ^ J\ 
N° de telephone +49 89 2399 2224 ^^^ g^ 



Fomiulaire PCT/IPEA/409 (feuille de couverture) Ganvier 1994) 



RAPPORT D'EXAMEN ^ 
PRELIMINAIRE IWTERNATIOFSIAL 



Demande intemationale n° PCT/FROO/00098 



I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande intemationale (ies feuiiles de remplacement qui ont etS remises 
a /'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a I'articie 14 sont considerees dans le present 
rapport comme "initialement depos^es" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent 
pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 17)): 

Description, pages: 

1,4-6 version initiale 

2,3,3^ re5ue(s) le 01/02/2001 avecia lettre du 29/01/2001 

Revendications, 

1 -8 re5ue(s) le 01/02/2001 avec la lettre du 29/01/2001 

Dessins, feuiiles: 

1/3-3/3 version initiale 



2. En ce qui concerne la langue, tous les elements Indiques ci-dessus etaient a la disposition de I'administration ou 
lui ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande intemationale a ete deposee, sauf indication contraire 
donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: , qui est : 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche Internationale (selon la regie 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande Internationale (selon ia regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire Internationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande 
intemationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationals a ete effectu6 sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande intemationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande intemationale, sous forme dechiffrable par ordinateur, 

□ remis ulterieurement a Tadministration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par 6crit et fourni ulterieurement ne va pas au-del^ 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete foumie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistr§es sous dechiffrable par ordinateur sont identiques k 
celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 



Fonmulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII, feuille 1) Guillet 1998) 



RAPPORT D'EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande intemationale n** PCT/FROO/00098 



4. Les modifications ont entraine I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, n°^ : 

□ des dessins, feuilles : 

5. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete consider6es 

comme allant au-dela de I'expose de I'invention tel qu'il a ete depos6, comme il est indlque ci-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de rempfacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et 
annexee au present rapport) 



6. Observations complementaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee salon I'article 35(2) quant a la nouveaute, ractivite inventive et la posslbilite 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaute Oui : Revendications 4, 8 

Non : Revendications 1-3, 5-7 

Activite inventive Oui : Revendications 

Non : Revendications 1-8 

Posslbilite d'application industrielle Oui: Revendications 1-8 

Non : Revendications 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 



VII. Irregularites dans la demande Internationale 



Les irregularites suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande intemationale, ont 6te constat^es 
voir feuille separee 



VIM. Observations relatives a la demande intemationale 

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarte des revendications, de la description et des dessins 
et de la question de savoir si les revendications se fondent entidrement sur la description : 
voir feuille separee 
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La communication suivant fait refer nee aux points i-VIII d la f uille d titre 
dont les cases correspondantes aient ete marquees. 



1 II est fait reference aux documents suivants: 

D1 : RAJ vol. 009, no. 239 (P-391) & JP-A-60 091489 

D2: PAJ vol. 017, no. 196 (M-1397) JP-A-04 341896 

D3: EP-A-0 508 266 

D4: US-A-5 81 1 877 

D5: US-A-5 155 068 

D6: US-A-5 777 391 



2 La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees a I'article 6 PCT. les 
revendications 1-8 n'etant pas claires. 

2.1 Les termes "pastille active" et "pastille complementaire", utilises dans toutes les 
revendications, sont vagues et equivoques et laissent un doute quant a la 
signification des caracteristiques techniques auxquelles il se referent, il parait que 
dans la description seulement une "couche complementaire" et une "pastille semi- 
conductrice ayant une couche active " ont ete decrites. 

2.2 II est Clair de la description (cf. page 1 , ligne 8 jusqu'a page 2, ligne 1 0) que la 
demande decrit "un module electronique pour carte a puce", le module 
electronique devant avoir une epaisseur limitee par le corps de carte (cf. page 1, 
lignes 17-22). Desormais, la revendication 1 decrit un dispositif a circuit integre, 
ce qui a un objet bien plus large (p. ex. une carte mere) qu'un module 
electronique pour carte a puce. Cette difference entre I'objet de la revendication 1 
et le dispositif decrit dans I'ensemble de la description, entraine une inconsistance 
entre I'ensemble de la description de la demande et la revendication 1 , qui rend 
ladite revendication non claire. 

2.3 II est Clair de la description (cf. page 6, lignes 21-27) que I'epaisseur dont il est fait 
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reference dans les revendications 1-8 est celle de la pastille semi-conductrice 
comprenant la couche active. 

3 Les modifications introduites avec la lettre du 29.01 .2001 conduisent a etendre 
I'objet de la demande au-dela du contenu de la demande telle qu'elle a ete 
deposee. Elles vont par consequent a I'encontre des dispositions de rarticle 34(2) 
b) PCT. Dans la demande telle que deposee il n'existe aucune base pour 
I'introduction des caracteristiques suivantes: 

3.1 Une pastille active de materiau semi-conducteur comprenant un circuit electrique 
(cf. revendications 1, 5, 7, 8 et texte adapte associe). 

Dans la demande telle que deposee il n'a ete decrit qu' une pastille semi- 
conductrice ayant une couche active dans laquelle sont realisees les circuits 
integres, la pastille semi-conductrice constituant la couche active (cf. page 4, 
lignes 16-18; page 5, lignes 9-14; page 6, lignes 25-27). Les differences entre un 
ou plusieurs circuits integres et un circuit electrique sont en soi bien connues. De 
plus, il existe une claire difference entre le fait que la couche (pastille) comprenne 
un circuit (p. ex. relie a une surface de la couche) et que le circuit soit realise dans 
la couche. II faut noter a cet egard que les passages cites par le mandataire (cf. 
page 4, ligne 10; page 6, lignes 22 et 26) font reference a une pastille semi- 
conductrice ayant ladite couche active (cf. page 4, lignes 16-20; page 6, lignes 25- 
27). 

3.2 Une pastille complementaire (cf. revendications 1 , 5, 7, 8 et texte associe), au cas 
ou la pastille complementaire pourrait etre comprise comme une puce 
electronique ("semiconductor chip"), done comportant la realisation de fonctions 
electroniques. 

3.3 Un carte a puce comprenant le module electronique (cf. revendication 7). 

3.4 Un evidement de la couche complementaire s'etendant du droit d'un plot de 
contact (cf. revendication 8). La demande telle que depose decrit que "chaque 
evidement" s'etend du droit d'un plot de contact. De plus, dans cette revendication 
aucune limitation a ete decrite concernant I'epaisseur des evidements (cette 
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epaisseur comportant toute Tepaisseur de la couche complementaire). 

4 La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees a I' article 33(2) 
PCX, I'objet des revendications 1-2 n'etant pas nouveau eu egard au contenu du 
document D2 (cf. "Abstract" et figure associee) qui decrit un dispositif a circuits 
integres comprenant une couche active (10) d'une pastille semi-conductrice (1) 
comportant un materiau semi-conducteur dans lequel sont realises les circuits 
integres et presentant une face active (10) munie d'une pluralite de plots de 
connexion (4) electrique et une deuxieme face, ladite couche ayant une epaisseur 
entre 5 et 50 microns (implicite, car I'epaisseur de la couche active d'une pastille 
semi-conductrice ou les circuits integres sont formes, est typiquement dans cette 
etendue) et une couche complementaire (3) presentant une premiere face fixee 
sur la face active de la couche active, une deuxieme face et une surface laterale, 
ladite couche complementaire comportant une pluralite d'evidements (evidement 
a I'emplacement 1 p), chaque evidement occupant toute I'epaisseur de la couche 
complementaire et s'etendant du droit d'un plot de contact (1p) a ladite surface 
laterale, et en ce que la couche complementaire recouvre completement la face 
active de la couche active sauf en ce qui concerne les evidements. 

4.1 II faut noter de meme que I'objet des revendications 1-2, 5-6 et 7 (si celle-ci 
satisfaisait les conditions enoncees a I'article 34(2)(b) PCT) n'est pas nouveau 
(article 33(2) PCT) eu egard au contenu du document D1 (cf. Abstract et figure 
associee). 

5 La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees a 1' article 33(2) 
PCT, I'objet de la revendication 3, ou I'epaisseur de la couche active a ete 
compris comme I'epaisseur de la pastille semi-conductrice comprenant la couche 
active (cf. item 2.3, ci-dessus), n'etant pas nouveau eu egard au contenu du 
document D2 (cf. "Abstract" et figure associee) qui decrit un dispositif a circuits 
integres (notamment pour carte a puce) comprenant une couche active (10) d'une 
pastille semi-conductrice (1) comportant un materiau semi-conducteur dans lequel 
sont realises les circuits integres et presentant une face active (10) munie d'une 
pluralite de plots de connexion (4) electrique et une deuxieme face, ladite pastille 
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semi-conductrice comprenant la couche active ayant une epaisseur entre 100 et 
200 microns (tel que derive des dimensions de la pastille semi-conductrice et des 
dimensions du dispositif, 500 microns, cf. "Abstract: Purpose") et une couche 
complementaire (3) presentant une premiere face fixee sur la face active de la 
couche active, une deuxieme face et une surface laterale, ladite couche 
complementaire comportant une pluralite d'evidements (evidement a 
I'emplacement 1p), chaque evidement occupant toute I'epaisseur de la couche 
complementaire et s'etendant du droit d'un plot de contact (1p) a ladite surface 
laterale, et en ce que la couche complementaire recouvre completement la face 
active de la couche active sauf en ce qui concerne les evidements. 



6 Desormais les points 4, 4.1 et 5 presentes ci-dessus, la presente demande ne 
remplit pas les conditions enoncees dans 1' article 33(3) PCX, I'objet des 
revendications 1-8, n'impliquant pas d'activite inventive. 

6.1 Concernant les revendications 1-3, le fait de choisir une epaisseur de la pastille 
semi-conductrice comprenant une couche active dans laquelle sont realises les 
circiuts integres qui soit entre 5 et 50 microns, moins de 100 microns, ou entre 
100 et 200 microns, n'est qu'une option de design en soi evidente pour I'homme 
du metier. La miniaturisation, done la reduction d'epaisseur, d'un dispositif 
electronique est un desir permanent pour I'homme du metier, pour ce qu'il tient 
compte, evidemment, de la stabilite mecanique du dispositif (a ce propos il est cite 
le document D4, colonne 14, ligne 66 jusqu'a la colonne 16, ligne 8), 

6.2 En ce qui concerne la possibilite de ce que la couche complementaire decrite en 
D1 (cf. figure 5, item 11) puisse comprendre des evidements ou simplement une 
surface inferieure a celle de la pastille semi-conductrice qui comporte la couche 
active (cette difference des superficies n'etant qu'un ensemble d'evidements), 
cette difference, si existante, n'est qu'une option de design en soi evidente et qui 
ne comporte aucun avantage technique inconnu ou imprevu pour I'homme du 
metier. 

6.3 Dans la revendication 4, I'utilisation d'une couche complementaire en un materiau 
semi-conducteur du meme type que celui de la couche active n'est qu' une 
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possibilite evidente parmi plusieurs (le materiau etant approprie pour la couche 
complementaire ) que rhomme du metier choisirait, selon le cas d'espece, 
d'autant plus qu'il est bien connu pour rhomme du metier (of. p. ex. D3, colonne 6, 
lignes 25-33) que de cette fagon les possibles tensions thermiques entre les dites 
couches du dispositif se reduisent. 

6.4 Concernant les revendications 5 et 6 (et 7, si elle remplissait les conditions 
enoncees a Tarticle 34(2) (b) PCT), le document D1 (cf. Abstract et figure 
associee) decrit deja ses caracteristiques additionnelles: le substrat (12) ayant 
des fenetres (13) et des plages (implicite); une carte a puce (cf. Abstract: 
Purpose: "memory card"). 

6.5 L'objet de la revendication 8 ne differe du contenu du document D2 (cf. Figure 5 
et texte associe) qu'en ce que la fagon d'obtenir I'epaisseur de moins de 100 
microns est a travers d'une etape, apres le fixage, de machinage pour reduire 
I'epaisseur. Ceci, desormais, est deja connu des documents D4 (cf. figure 22 et 
texte associe) ou D5 (cf. colonne 3, lignes 4-17). 

7 Les points suivants doivent egalement etre notes: 

7.1 Contrairement a ce qu'exige la regie 5.1 a) ii) PCT, la description n'indique pas 
I'etat de la technique anterieure pertinent expose dans les documents D1-D6 et 
ne cite pas ces documents. 

7.2 Les caracteristiques figurant dans les revendications ne comportent pas de signes 
de reference mis entre parentheses (regie 6.2 b) PCT). 

7.3 La revendication independante 1 n'est pas presentee en deux parties comme 
prevu par la regie 6.3 b) PCT, alors qu'une telle presentation semblerait 
appropriee en I'espece, les caracteristiques connues en combinaison de I'etat de 
la technique figurant dans le preambule (regie 6.3 b) i) PCT) et les 
caracteristiques restantes figurant dans la partie caracterisante (regie 6.3 b) ii) 
PCT). 
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substrat isolant comporte des fenetres 26 traversees par les conducteurs 

electriques 24, ce qui permet d'eviter I'utilisation d'un circuit imprime double face. 

Pour assurer I'integrite electrique de la pastille 12 et des conducteurs electriques 

24, on realise iin enrobage 26 en un materiau isolant tel qu'une resine epoxy. 

Dans certains cas, les conducteurs filaires peuvent etre remplaces par 

d'autres elements conducteurs electriques de connexion entre les plots de la 

pastille et les plages extemes du substrat isolant. 

Avec une telle technologic de fabrication, on obtient un module 

electronique dont I'epaisseur globaIe est.de I'ordre de 0,6 mm a rapprocher des 0,8 
mm qui constituent I'epaisseur du corps de la carte. 

Les techniques qui permettraient de reduire cette epaisseur sont d'une 
mise en oeuvre delicate. Elles pourraient consister a reduire I'epaisseur de la puce 
qui est de fafon standard de I'ordre de 180 ^m mais cela risquerait de fragiliser de 
fapon inacceptable la puce. On pourrait egalement reduire I'epaisseur due a la 
courbure des fils electriques 24 ou des elements de connexion electrique 
analogues. Gependant, cela necessite I'utilisation de la technologic appelee en 
anglo-saxon "Wedge bonding" qui est d'un cout de mise en oeuvre eleve. Enfm, 
on pourrait envisager de_ reduire I'epaisseur de la resine isolante constituant 
I'enrobage 26. Gependant, cette reduction fragiliserait I'ensemble du module 
electronique. 

Le brevet US 5,155,068 decrit un precede de fabrication d'un module 
electronique pour carte a puce. Selon ce precede une pastille semi-conductrice 
comprend une face active munie de couches de fils metallique (en anglais : 
metallic wive layers). Des connexions sont faites entre ces couches de fils 
metallique et un substrat muni de contacts electriques. Ensuite, une resine 
acrylique ou d 'epoxy est appliquee afin de fixer la pastille semi-conductrice au 
substrat muni de contacts electriques. Ce procede a un cout de mise en oeuvre 
eleve. 

Un premier objet de la presente invention est de fourair un dispositif a 
circuits integres qui permet la realisation d'un module electronique pour carte a 
puce d'epaisseur reduite tout en ne presentant pas les inconvenients des techniques 
enoncees ci-dessus. 

Pour atteindre ce but, selon I'invention, le dispositif a circuits integres 
se caracterise en ce qu'il comprend : 

- une pastille active de materiau semi-conducteur comprenant un 
circuit electrique, la pastille active presentant une face active munie d'une 
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pluralite de plots de connexion electrique et une deuxieme face, la pastiUe active 
ayaat une epaisseur inferieure a 100 jim, et 

- une pastille complementaire pnesentant une premiere face fixee sur 
la face active de la pastille active, une deuxieme face et une surface laterale. la 
pastille complementaire comportant une pluraUte d'evidements, chaque evidement 
occupant toute Tepaisseur de la pastille complementaire et s'etendant du droit d'un 
plot de contact i ladite surface laterale. 

Un module electronique pour carte a puce peut-etre realise a partir 
d'un tel dispositif a circuits integres. Le module electronique comprend en outre 
un substrat isolant presentant une face exteme munie de plages extemes de 
contact electrique et une face interne, la deuxieme face de la pastille active etant 
fixee sur la face interne du substrat, et une pluralite de conducteurs electriques, 
chaque conducteur presentant une premiere extremite raccordee a un plot de 
contact et une deuxieme extremity raccordee a une plage exteme de contact et 
etant entierement dispose entre le plan contenant la deuxieme face de la pastille 
complementaire et le substrat isolant. 

On comprend que grace a I'epaisseur reduite de la couche active sur la 
face active de laquelle sont realises les plots de contact, ces plots de contact sont 
proches de la face du dispositif a circuits integres qui est fix6e sur le substrat 
isolant lors de la realisation du module electronique. On comprend egalement que 
grace a la presence des evidements qui. debouchent dans la surface laterale de la 
couche complementaire, il est possible, lors de la realisation du module 
elecu-onique, de prevoir des fils electriques de connexion qui sont integralement 
disposes en dessous du plan qui contient la face superieure de la couche 
complementaire. On comprend que I'epaisseur du module electronique qui en 
resulte est sensiblement reduite par rapport a I'epaisseur d'un module electronique 
du type decrit precedemment. 

L'invention conceme egalement un precede de fabrication d'un 
dispositif a circuit integres a partir : 

- d'une pastille active de materiau semi-conducteur comprenant un 
circuit electrique, la pastille active presentant une face active munie d'une 
pluralite de plots de conneixion electrique et une deuxieme face, et 

- d'une pastUle complementaire presentant une premiere face, une 
deuxieme face et une face laterale, la pastille complementaire comportant une 
pluralite d'evidements, chaque evidement occupant toute I'epaisseur de la pastille 
compl ementaire. 
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•3 bis 



Je procede etant caracterise en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

- une etape de fixage dans laquelle la premiere face de la pastille 
complementaire est fixee sur la face active de la pastille active en sorte qu'un 
evidement de la pastille complementaire s'etend du droit d'un plot de contact de 

5 la pastille active a la surface laterale de la pastille complementaire ; et 

- une etape d'usinage dans laquelle la pastille active est usinee par sa 
deuxieme face pour lui donnerime epaisseur inferieure a 100 ^m. 

On comprend que selon ce procede, on part d'une couche active dont 
I'epaisseur est standard c'est-a-dire de I'ordre de 180 ^m, cette couche active etant 
0 fixee sur la couche complementaire qui presente elle-meme une certaine 
epaisseur. On obtient ainsi un ensemble dont I'epaisseur est suffisante pour 
permettre I'usinage de la face non active de la couche active tout en respectant des 
dimensions globales qui conservent a Tensemble une resistance mecanique 
suffisante. 
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1. Dispositif a circuits integres,.comprenant : 

- une pastilie active (32) de materiau semi-conducteur comprenant un circuit 
electrique, la pastille active (32) presentant une face active (34) munie d'une pluraUte de plots 
de connexion electrique (36) et une deuxieme face (38), la pastille active (32) ayant une 
epaisseur inferieure a 100 fim, et 

- une pastille complementaire (40) presentant une premiere face (42) fixee sur la 
face active (34) de la pastille active (32), une deuxieme face (44) et une surface laterale (48), 
la pastille complementaire (40) comportant une pluralite d'evidements (46), chaque evidement 
occupant toute I'epaisseur de la pastille complementaire (40) et s'etendant du droit d'un plot de 
contact (36) a ladite surface laterale (48). 

2. Dispositif a circuits integres selon la revendication 1, caracterise en ce que 
I'epaisseur de la pastille active (32) est comprise entre 5 et 50 ^m. 

3. Dispositif a circuits integres selon la revendication 2, caracterise en ce que 
I'epaisseur de la pastille complementaire (40) est comprise entre 100 et 200 ^m. 

4. Dispositif a circuits integres selon I'une quelconque des revendi cations 1 a 3, 
caracterise en ce que la pastille complementaire (40) est reaUsee avec le meme materiau semi-' 
conducteur que la pastille active (32). 

5. Module electronique pour carte a puce, comprenant : 

- une pastille active (32) de materiau semi-conducteur comprenant un circuit 
electrique, la pastille active (32) presentant une face active (34) munie d'une pluralite de plots 
de connexion electrique (36) et une deuxieme face (38), la pastille active (32) ayant une 
epaisseur inferieure a 100 ^m, 

- une pastille complementaire (40) presentant une premiere face (42) fixee sur la 
face active (34) de la pastille active (32), une deuxieme face (44) etune surface laterale (48), 
la pastille complementaire comportant (40) une pluralite d'evidements (48), chaque evidement 
occupant toute I'epaisseur de la pastille complementaire (40) et s'etendant du droit d'un plot de 
contact (36) a ladite surface laterale (48), 

- un substrat isolant presentant (50) une face exteme (54) munie de plages 
extemes de contact electrique (56) et une face interne, la deuxieme face (38) de la pastille 
active etant fixee sur la face interne du substrat isolant (50), et 
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- une pluralite de conducteurs electriques (60), chaque conducteur presentant une 
premiere extremite raccordee a un plot de contact (36) et une deuxieme extremite raccordee a 
une plage exteme de contact (56) et etant entierement dispose entre le plan (P-P') contenant la 
deuxieme face (44) de la pastille complementaire (40) et le substrat isolant. 

6. Module electronique selon la revendication 5, caracterise en ce que le substrat 
isolant (50) comporte des fenetres (58), chaque fenetre etant disposee au droit d'une plage 
exteme de contact electrique (56). 

7. Carte a puce comprenant un module electronique selon la revendication 5. 

8. Procede de fabrication d'xin dispositif a circuits integres a partir : 

- d'une pastille active (32) de materiau semi-conducteur comprenant un circuit 
electrique, la pastille active (32) presentant une face active (34) munie d'une pluralite de plots 
de connexion Electrique (36) et une deuxieme face (38), et 

- d'une pastille complementaire (40) presentant une premiere face (42), une 
deuxieme face (44) et une face laterale (48). la pastille complementaire (40) comportaJt une 
pluralite d'evidements, chaque evidement occupant toute Tepaisseur de la pastille 
complementaire (40), 

le procede comprenant les etapes suivantes ; 

- une etape de fixage dans laquelle la premiere face (42) de la pastille 
complementaire (40) est fixee sur la face active (34) de la pastille active (32) en sorte qu'un 
evidement (46) de la pastille complementaire (40) s'etend du droit d'un plot de contact (36) 
de la pastille active (32) a la surface laterale (48) de la pastille complementaire (40); et 

- une etape d'usinage dans laquelle la pastille active (32)est usinee par sa 
deuxieme face (38) pour lui donner une epaisseur inferieure a 100 fim. 
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(57) Abstract 



The invention concerns an integrated circuit device, in particular for making electronic modules for chip cards. It comprises: an active 
layer (32) comprising a semiconductor material wherein the integrated circuits are produced and having an active surface (34) provided with 
a plurality of electrical connecting pins (36) and a second surface, said layer having a thickness less than 100 /urn, and a matching layer 
(40) having one first surface (42) fixed on the active surface of the active layer, a second surface (44) and a side surface (48), said matching 
layer comprising a plurality of recesses (46), each recess taking up the whole thickness of the matching layer and extending perpendicular 
to a contact pad (36) up to said side surface (48), 



(57) Abr6gd 

LMnvention conceme un dispositif h circuits int6gr6s, notamment pour la r6aHsation de modules 6Iectroniques pour cartes ^ puce. 
II comprend: une couche active (32) comportant un mat6riau semi-conducteur dans lequel sont r^alis6s les circuits int^gr^ et pr^sentant 
une face active (34) munie d'une piuraiite de plots de connexion 61ectrique (36) et une deuxi^me face, ladite couche ayant une 6paisseur 
inf^rieure a 100 /zm, et une couche compl6nientaire (40) pr6sentant une premiere face (42) fix6e sur la face active de la couche active, une 
deuxi^me face (44) et une surface latdrale (48), ladite couche compl6mentaire comportant une piuraiite d'^videments (46), chaque evidement 
occupant toute Tdpaisseur de la couche compldmentaire et s'^tendant du droit d'un plot de contact (36) h ladite surface lat^rale (48). 
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Dispositif a circuits integres, module electronique pour carte a puce utiiisant 
le dispositif et precede de fabrication dudit dispositif 

La presente invention a pour objet un dispositif a circuits integres, un 
module electronique pour carte a puce utiiisant le dispositif a circuits integres et 
un procede de fabrication dudit dispositif. 

De fafon plus precise la presente invention conceme la realisation 
5 d'une pastille semi-conductrice dans laquelle sont realises des circuits integres, qui 
presente une architecture telle qu*elle permet la fabrication de modules 
electroniques pour carte a puce d'epaisseur reduite. 

On sait que les cartes a puce utilisees notamment comme carte 
bancaire, comme carte d'identification, ou encore comme carte de reglement de 

10 differentes prestations sont constituees essentiellement par un corps en materiau 
plastique de forme parallelepipedique rectangle dans lequel est insere un module 
electronique constitue le plus souvent par une pastille semi-conductrice fixee sur 
un substrat isolant muni de plages extemes de contact electrique. Ces plages 
extemes permettent la liaison electrique entre les circuits de la pastille semi- 

15 conductrice et les circuits d*un dispositif de lecture-ecriture lorsque la carte est 
introduite dans un tel dispositif. 

Selon les normes en vigueur, le corps de la carte doit presenter ime 
epaisseur de Tordre de 0,8 mm. On comprend que Tepaisseur du module 
electronique est done un parametre critique de celui-ci afm de faciliter I'insertion 

20 du module electronique dans le corps de carte et d*assurer la qualite de la liaison 
mecanique entre le corps de carte et le module ainsi que Tintegrite mecanique du 
module electronique. 

Sur la figure 1 annexee, on a represente en coupe verticale un module 
electronique pour carte a puce realise selon une technique connue. Le module 

25 electronique 10 est constitue essentiellement par une pastille semi-conductrice 12 
dans laquelle sont realises des circuits integres, cette pastille presentant une face 
active 14 munie de plots de connexion electrique 16. La pastille semi-conductrice 
12 est fixee sur un substrat isolant 18 par une couche de coUe 19. La face exteme 
18a du substrat isolant est munie de plages extemes de contact electrique 20 

30 destinees a entrer en contact avec les contacts electriques du dispositif de lecture- 
ecriture. Les plots 16 de la pastille 12 sont raccordes aux plages extemes 20 par 
des conducteurs electriques filaires tels que 24. Selon une technique connue, le 
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substrat isolant comporte des fenetres 26 traversees par les conducteurs electriques 
24, ce qui permet d'eviter Tutilisation d*un circuit imprime double face. Pour 
assurer Tintegrite electrique de la pastille 12 et des conducteurs electriques 24, on 
realise un enrobage 26 en un materiau isolant tel qu'une resine epoxy. 
5 Dans certains cas, les conducteurs filaires peuvent etre remplaces par 

d*autres elements conducteurs Electriques de connexion entre les plots de la 
pastille et les plages extemes du substrat isolant. 

Avec une telle technologic de fabrication, on obtient un module 
electronique dont Tepaisseur globale est de I'ordre de 0,6 mm a rapprocher des 0,8 

1 0 mm qui constituent Tepaisseur du corps de la carte. 

Les techniques qui permettraient de reduire cette epaisseur sont d*une 
mise en oeuvre delicate. EUes pourraient consister a reduire Tepaisseur de la puce 
qui est de fa9on standard de Tordre de 180 \xm mais cela risquerait de fragiliser de 
fa9on inacceptable la puce. On pourrait egalement reduire Tepaisseur due a la 

15 courbure des fils electriques 24 ou des elements de connexion electrique 
analogues. Cependant, cela necessite Tutilisation de la technologic appelee en 
anglo-saxon "Wedge bonding" qui est d'un cout de mise en oeuvre eleve. Enfin, 
on pourrait envisager de reduire Tepaisseur de la resine isolante constituant 
I'enrobage 26. Cependant, cette reduction fragiliserait Tensemble du module 

20 electronique. 

Un premier objet de la presente invention est de foumir un dispositif a 
circuits integres qui permet la realisation d'un module electronique pour carte a 
puce d'epaisseur reduite tout en ne presentant pas les inconvenients des techniques 
enoncees ci-dessus, 

25 Pour atteindre ce but, selon Tinvention, le dispositif a circuits integres 

se caracterise en ce qu'il comprend une couche active comportant un materiau 
semi-conducteur dans lequel sont realises les circuits integres et presentant une 
face active munie d*une pluralite de plots de connexion electrique et ime deuxieme 
face, ladite couche ayant une epaisseur inferieure a 100 |xm, et xme couche 

30 complementaire presentant une premiere face fixee sur la face active de la couche 
active, une deuxieme face et une surface laterale, ladite couche complementaire 
comportant une pluralite d'evidements, chaque evidement occupant toute 
Tepaisseur de la couche complementaire et s'etendant du droit d*un plot de contact 
a ladite surface laterale. 

35 On comprend que grace a Tepaisseur reduite de la couche active sur la 

face active de laquelle sont realises les plots de contact, ces plots de contact sont 
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proches de la face du dispositif a circuits integres qui est fixee sur le substrat 
isolant lors de la realisation du module electronique. On comprend egalement que 
grace a la presence des evidements qui debouchent dans la surface laterale de la 
couche complementaire, il est possible, lors de la realisation du module 

5 electronique, de prevoir des ills electriques de connexion qui sont integralement 
disposes en dessous du plan qui contient la face superieure de la couche 
complementaire. On comprend que I'epaisseur du module electronique qui en 
resulte est sensiblement reduite par rapport a I'epaisseur d'un module electronique 
du type decrit precedemment. 

0 L'invention conceme egalement un module electronique pour carte a 

puce qui utilise un dispositif a circuits integres de type defini ci-dessus et qui 
comporte en outre un substrat isolant presentant une face exteme munie de plages 
extemes de contact electrique et une face inteme, ledit dispositif a circuits integres 
etant fixe par la deuxieme face de la couche active sur la face inteme du substrat, 

5 et une pluralite de conducteurs electriques, chaque conducteur presentant line 
premiere extremite raccordee a un plot de contact et une deuxieme extremite 
raccordee a une plage exteme de contact et etant entierement dispose entre le plan 
contenant la deuxieme face de la couche complementaire et le substrat isolant. 

L'invention conceme encore un precede de fabrication d'un dispositif a 

0 circuits integres du type defini ci-dessus qui se caracterise en ce qu'il comprend les 
etapes suivantes : 

- on foumit ladite couche complementaire avec ses evidements, 

- on foumit une couche active presentant line face active mimie de 
plots de contact et une deuxieme face, ladite couche ayant une epaisseur standard ; 

5 - on fixe la couche complementaire sur la face active de la couche 

active ; et 

- on usine la couche active par sa deuxieme face pour lui donner une 
epaisseur inferieure a 100 ^im. 

On comprend que selon ce procede, on part d*une couche active dont 
0 I'epaisseur est standard c*est-a-dire de Tordre de 1 80 jim, cette couche active etant 
fixee sur la couche complementaire qui presente elle-meme une certaine epaisseur. 
On obtient ainsi un ensemble dont I'epaisseur est suffisante pour permettre 
Tusinage de la face non active de la couche active tout en respectant des 
dimensions globales qui conservent a I'ensemble une resistance mecanique 
5 suffisante. 
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D'autres caracteristiques et avantages de I'invention apparaitront 
mieux a la lecture de la description qui suit d*un mode de realisation de Tinvention 
donne a titre d'exemple non limitatif. La description se refere aux figures 
annexees, sur lesquelles : 
5 la figure 1, deja decrite, montre en coupe verticale un module 

electronique pour carte a puce de type standard. 

Les figures 2a et 2b representent en coupe verticale deux etapes de 
realisation du module electronique selon Tinvention ; 

la figure 3 est une vue en coupe horizontale du module electronique 
10 selon la ligne III-III de la figure 2b ; et 

les figures 4a a 4c illustrent les differentes etapes du precede de 
fabrication du dispositif a circuits integres. 

En se referant tout d*abord aux figures 2 et 3, on va decrire le 
dispositif a circuits integres ou puce electronique et le module electronique 
15 utilisant cette puce. 

Le dispositif a circuits integres 30 est constitue essentiellement par 
ime couche active 32 en materiau semi-conducteur typiquement en silicium dans 
laquelle sont realises les differents circuits integres. Cette couche active 32 
presente une face active 34 dans laquelle sont realises les plots de contact 
20 electrique 36 et une face de fixation 38. Le dispositif a circuits integres 30 
comporte egalement une couche complementaire 40 dont la premiere face 42 est 
fixee par tout moyen convenable, par exemple par une couche intermediaire de 
scellement formee d'un polyimide, sur la face active de la couche active 32 et dont 
la face superieure 44 est libre. La couche complementaire 40 peut etre 
25 avantageusement realisee egalement en silicium mais d'autres materiaux 
presentant des caracteristiques physiques proches de celles du siliciimi notamment 
en ce qui conceme son coefficient de dilatation thermique pourraient etre utilises. 
Une des fonctions de la couche complementaire 40 est de realiser une couche de 
protection contre des tentatives de fraude qui pourraient etre realisees vis-a-vis des 
30 circuits integres de la couche active. 

Comme le montre mieux la figure 3, la couche complementaire 40 est 
pourvue d'evidements tels que 46 (dans Texemple considere, il y a cinq plots de 
connexion 36 et cinq evidements 46). Chaque evidement 46 s'etend sur toute 
I'epaisseur de la couche complementaire et va du plot de contact 36 jusqu'a la 
35 surface laterale 48 de la couche complementaire 40. En d'autres termes, ces 
evidements debouchent lateralement dans la couche complementaire. 
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Selon le mode de realisation decrit, I'epaisseur de la couche 
complementaire est egale a 140 et Tepaisseiir de la couche active est egale a 
40 ^irn. Ainsi, I'epaisseur totale du dispositif a circuits integres est egale a 180 
ce qui correspond a Tepaisseur d'une pastille semi-conductrice standard. 
5 Plus generalement, Tepaisseur de la couche active est inferieure a 100 

|j,m, cette epaisseur reduite pouvant etre obtenue grace a la mise en oeuvre du 
precede de fabrication qui sera decrit ulterieurement. De preference encore, 
I'epaisseur e^ de la couche active est comprise entre 5 et environ 50 |am. 

L'epaisseur de la couche complementaire est ainsi significativement 

10 superieure a celle de la pastille semi-conductrice. Cela permet en particulier 
Tobtention d'un module plus fm, les fils conducteurs etant dans im mode prefere 
de realisation de 1' invention effectivement loges dans I'epaisseur totale de 
Tensemble forme par la couche complementaire et la pastille semi-conductrice 
constituant la couche active. 

15 La couche complementaire recouvre sensiblement completement ou 

completement la face active de la couche active, sauf, bien entendu, en ce qui 
conceme les evidements. Plus precisement, la surface de la face active de la 
couche active est sensiblement egale a la surface de la premiere face de la couche 
complementaire reduite de la surface correspondant aux evidements menages dans 

20 ladite couche complementaire. De ce fait, il est possible d'usiner la couche active 
de maniere a I'amincir jusqu'a Tepaisseur voulue. En outre, I'ensemble couche 
active/couche complementaire est plus resistant aux contraintes mecaniques qui 
lui sont imposees, la couche complementaire protegeant la couche active. 

Par ailleurs, on notera qu'il y a avantageusement autant d'evidements 

25 que de homes de connexion dans la pastille semi-conductrice et que ces 
evidements representent une portion reduite de la surface totale de la couche 
complementaire . 

Pour re£iliser le module electronique, le dispositif a circuits integres 30 
est fixe sur vin support isolant 50 a Taide d'une couche de materiau adhesif 52, la 

30 face exteme 54 du substrat isolant etant munie des plages extemes de contact 
electrique 56. Des fenetres telles que 58 sontprevues dans le substrat isolant au 
droit de chacxme des plages 56. Un conducteur electrique filaire 60, par exemple 
en or, est d'une part fixe sur un plot de connexion 36 et d'autre part sur la face 
posterieure d'lme plage exteme de contact electrique 56 a travers la fenetre 58. On 

35 comprend que grace au fait que la couche active 32 est d'epaisseur tres reduite, les 
plots 36 sont proches du substrat isolemt 50. Cela pemiet que I'integralite du fil 
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conducteur 60 coude soit disposee en dessous du plan P P' qui contient la face 
superieure 44 de la couche complementaire 40. 

II en serait de meme si les fils conducteurs etaient remplaces par des 
elements allonges de connexion electrique. 
5 Pour terminer le module electronique, il suffit de realiser I'enrobage 62 

dont I'epaisseur totale h est reduite grace aux dispositions qui ont ete decrites 
precedemment. 

Dans Texemple de realisation decrit, Tepaisseur totale h de I'enrobage 
est egale a 310 fim si Ton tient compte de Tepaisseur de la couche d'adhesif entre 
0 le substrat et le dispositif a circuits integres. L'epaisseur Cj du substrat isolant etant 
typiquement egale a 170 |im, on obtient un module electronique dont l'epaisseur 
est egale a 480 |im. Cela represente une diminution d'epaisseur, par rapport aux 
modules electroniques standards tres importante. 

En se referant maintenant aux figures 4A, 4B et 4C, on va decrire les 
5 etapes principales de la fabrication du dispositif a circuits integres 30. 

Dans une premiere etape illustree par la figure 4A, on usine, par tout 
procede convenable, une plaquette de silicium pour obtenir la couche 
complementaiire 40 avec ses evidements 46. Cette couche pourrait etre realisee a 
partir d'lm autre materiau. EUe a une epaisseur e, qui est de preference comprise 
0 entre 100 et 200 |am. 

Puis, dans Tetape illustree par la figure 4B, on fixe la couche 
complementaire 40 sur la face active 72 d'une pastille semi-conductrice 70 
equipee des plots de connexion 36. Cette pastille a une epaisseur standard d de 
Tordre de 180 |im, 

5 Enfin, dans Fetape illustree par la figure 4C, on usine, par tout procede 

convenable, la face non active 74 de la pastille 70 pour ramener celle-ci a xme 
epaisseur typiquement egale a 40 \im ce qui donne la couche active 32. 

Grace a la presence de la couche complementaire 40, le dispositif a 
circuits integres 30 a une epaisseur totale de Tordre de 180 jam dans I'exemple 

0 considere. On obtient ainsi un composant qui presente une resistance mecanique 
suffisante bien que la couche active 32 elle-meme ait une epaisseur Cj qui ne lui 
confere pas ces proprietes de resistance mecanique. Ainsi qu'on Ta deja explique 
rinteret essentiel du composant ainsi obtenu est que les plots de contact 36 sont 
tres proches de la face de fixation 38 du composant. 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif a circuits integres, caracterise en ce qu'il comprend : 

une couche active compoitant un materiau semi-conducteur dans 
lequel sont realises les circuits integres et presentant une face active munie d*une 
piuralite de plots de connexion electrique et une deuxieme face, ladite couche 
5 ayant une epaisseur inferieure a 1 00 nm, et 

une couche complementaire presentant une premiere face fixee sur la 
face active de la couche active, une deuxieme face et une sxxrface laterale, ladite 
couche complementaire comportant une piuralite d*evidements, chaque evidement 
occupant toute I'epaisseur de la couche complementaire et s*etendant du droit d*un 
1 0 plot de contact a ladite surface laterale, et en ce que 

la couche complementaire recouvre sensiblement completement la 
face active de la couche active sauf en ce qui conceme les evidements. 

2. Dispositif a circuits integres selon la revendication 1 , caracterise en 
ce que Tepeiisseur de la couche active est comprise entre 5 et environ 50 |im. 

15 3. Dispositif a circuits integres selon la revendication 2, caracterise en 

ce que I'epaisseur de la couche complementaire est comprise entre 100 et 200 ^m. 

4. Dispositif a circuits integres selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 3, caracterise en ce que la couche complementaire est realisee 
avec le meme materiau semi-conducteur que la couche active. 

20 5. Module electronique pour carte a puce, caracterise en ce qu'il 

comprend : 

- un dispositif a circuits integres selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 4, 

- un substrat isolant presentant une face exteme mimie de plages 
25 extemes de contact electrique et une face interne, ledit dispositif a circuits integres 

etant fixe par la deuxieme face de la couche active sur la face inteme du substrat, 
et 

- une piuralite de conducteurs electriques, chaque conducteur 
presentant une premiere extremite raccordee a un plot de contact et une deuxieme 

30 extremite raccordee a ime plage exteme de contact et etant entierement dispose 
entre le plan contenant la deuxieme face de la couche complementsiire et le 
substrat isolant. 
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6. Module electronique selon la revendication 5, caracterise en ce que 
le substrat isolant comporte des fenetres, chaque fenetre etant disposee au droit 
d*une plage exteme de contact electrique. 

7. Precede de fabrication d'un dispositif a circuits integres selon Tune 
5 quelconque des revendications 1 a 4, caracterise en ce qu'il comprend les etapes 

suivantes : 

- on foumit ladite couche complementaire avec ses evidements, 

- on foumit une couche active presentant une face active munie de 
plots de contact et une deuxieme face, ladite couche ayant une epaisseur standard ; 

10 - on fixe la couche complementaire sur la face active de la couche 

active ; et 

- on usine la couche active par sa deuxieme face pour lui donner une 
epaisseur inferieure a 1 00 |im. 
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